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【はじめに】 

p-GaNの形成は、GaNデバイスを製作するうえでボトルネックのひとつとなっている。p-GaNの

ドーパントであるMgの濃度は、デバイス性能を決める重要なパラメータであることから、Mgの

プリカーサであるビスシクロペンタジエニルマグネシウム(Cp2Mg)の in-situ 計測が求められてい

る。供給配管に設置するガスモニタ[1]は、MOVPE装置に広く採用されているが、結晶成長メカニ

ズムの解明には、よりウェハに近い場所で計測することが重要である。そこで我々は、量子カス

ケードレーザを用いたリアクタ内ガスモニタ[2]を開発した。本発表では、リアクタ内のサセプタ

温度を変化させたときの Cp2Mg分圧を in-situ計測したので報告する。 

【実験と結果】 

実験系を Fig.1 に示す。Cp2Mg のバブリングボトルを 35℃に温調し、H2 をキャリアガスとして

Cp2Mgを一定量発生させた。リアクタ内には、サセプタの中心から 70 mm上流側にガスモニタを

設け、フローチャネル内に入射した赤外レーザ光の吸収量から Cp2Mg分圧を測定した。サセプタ

温度を 200～1200℃に変化させたときの Cp2Mg分圧を Fig.2に示す。サセプタ温度が 1000℃以上

になると、Cp2Mg供給量は一定にも関わらず、リアクタ内の Cp2Mg分圧は大きく低下することを

確認した。 
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Fig.1 Experimental setup 

Fig.2 Temperature dependence of 

Cp2Mg partial pressure 
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